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Ein DDR- Spitzentransistor mit Datenblatt/ MeBprotokoll und Original- Verpackung,
unter dem Transistor ist die Fassung (hier verdeckt)..

Die Produktion von Hand war aufwendig, und es konnten keine engen Toleranzen
eingehalten werden. Aufgrund hoher Streuungen in der Produktion wurde jeder
Transistor einzeln gemessen, und hat sein eigenes Datenblatt.

Jeder dieser Transistoren ist ein Unikat.

Germaniymscheibchen

E
E = Emitter
% C = Kollektor

EC B Bronzefedern B = Basis

Spitzentnist 1NC-10 von WBN (DDR), 1954, und sein Innenleben

“Wenn ich mal grof bin, werde ich auch so eine schicke Stahlrohre...*




Lieber Radiofreund,

Dies ist eine Zusammenstellung von Datenbliittern und Kennlinien der
ersten Generation Transistoren, der Spitzentransistoren, hier die
Bauelemente des Herstellers ,,Werk fiir Bauelemente der
Nachrichtentechnik ,,Carl von Ossietzky*, Teltow, DDR, Baujahre 1955-
1959..

Spitzentransistoren wurden manuell am Mikroskop montiert, sie waren
kompliziert in der Produktion, und die Toleranzen extrem hoch, jeder
Transistor wurde einzeln montiert, ,,formiert“, gemessen, ggf.
nachbehandelt, und mit einem Datenblatt/ MeBprotokoll versehen, jeder
Transistor ist damit ein Unikat.

Die Spitzentransistoren waren weltweit schnell veraltet, warden umgehend
durch die zweite Generation, die Flichentransistoren, ersetzt, die
Spitzentransistoren wurden einfach... vergessen.

Ich fand auBer den hier dargestellten Daten weltweit keine kompletten
Unterlagen iiber Spitzentransistoren.

Die Vorlageblitter waren Scankopien von sehr schlechter Qualitiit, wegen
der geschichtlichen Bedeutung habe ich sie nutzbar gemacht, die
unleserlichen Beschriftungen der Diagramme durch eine lesbare
Beschriftung ersetzt.

Fehler konnen dabei passieren- sollte jemand einen Fehler entdecken, bitte
mich benachrichtigen, ich werde den Fehler korrigieren.

Spitzentransistoren sind nicht nur die ersten Transistoren, es gibt einige
besondere Eigenschaften, die nur die Transistoren deer ersten Generation
besitzen:
- Spitzentransistoren haben als einzige Transistoren eine
Stromverstirkung in Basisschaltung > 1

Spitzentransistoren haben an einem in die Basiszuleitung gelegten Widerstand (auch einer
Impedanz) eine ausgeprigte ,,.Dynatron- Kurve®, einen Kurvenabschnitt mit ,,negativer
Kennlinie®, dhnlich z. B. der Tunneldiode.

Damit kdnnen Spitzentransistoren z. B. einen Schwingkreis entdimpfen®, und damit
Schwingungen erzeugen.

L. Krugman in '"Transistor Basics'', 1954 (Google Translate/ Edi):
Der Punktkontakttransistor kann aufgrund seiner Fahigkeit, eine Stromverstirkung und

einen internen Riickkopplungspfad ohne Phasenumkehr durch die Basisleitung
bereitzustellen, zu einer Grundschwingung ohne externen Riickkopplungspfad fihig sein.



Spitzentransistoren werden in einigen Schaltungen ohne den iiblichen
Basisspannungsteiler betrieben, bekommen in diesen Schaltungen also
keine Vorspannung- auch hier diirfte der ,,negative Widerstand* fiir die
Verstirkung hernagezogen werden, wie einst beim ,,Crystadyne“ bzw.
Crystodyne“ von Lossew.

Die Eigenschaft des ,,negativen Widerstands* ist in der Eingangskenn-
linienschar des 3NC-010 sehr gut sichtbar.

Es ist deutlich sichtbar, daB3 die MeBprotokolle/ Datenblitter extrem weite
Wertebereiche der Messungen angeben, als ob z. B. der Lastwiderstand
anders wire.

Dem ist NICHT so.

Die Ursache konnten wir feststellen: Es wurde von den Fachleuten an den
MeBplitzen ein Arbeitspunkt festgelegt, der bei jedem Transistor an einer
anderen Stelle des Kennlinienfelds lokalisiert sein kann !

Kriterium diirfe genau DER Arbeitpunkt sein, bei dem der ,,negative
Widerstand* optimal genutzt werden kann.

Weiterfiihrende Informationen —auch zum ,,negativen Widerstand*
(,,Dynatron*) finden Sie hier (viele Unterseiten, im Menii seitlich oder
unten anwiahlen):
http://edi.bplaced.net/?Edi% 60s_Specials___Transistoren_der_ersten_Gen
eration-_Spitzen-_und_Flaechentransistoren-

International und in der DDR

Ich danke allen, die mit Rat, Tat und Unterlagen mitgeholfen haben, diese
Zusammenstellung zu ermaoglichen:

Carsten, DL6AMI

Dr. Schau. DL3LH

Prof. Kiing, Schweizer Hochschulen fiir Angewandte Wissenschaften

E. Strampe, M-VP fiir Radiomuseum.org,

Hr. W. Harwardt, M-VP,

Hr. Schmidl, Luckenwalde

Hr. U. Zander, Dresden

Olaf Freiberg (Edi)

Homepage Historische Rundfunktechnik:
http://edi.bplaced.net

Privat/ Band- Homepage:
http://greencaravan.bplaced.net

Mail: edi-mv@web.de
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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW

PUNKTEONTAKT-TRANSISTOREN

Ausgabe: Seprember 1956

Typenbeschreibung der Spitzentransistoren
Verstdrkungstransistor 1 NC — 010... — 011

Die Houptanwendung von Spitzentransistoren licgt oufl dem Gebiet von
nieder- und hochlrequenten Yertarkerschaltungen mit kleiner Auigongs-
leistung, wie sie besonders in der Fernmeldetechnik gegeben sind. Sie geben
dem Gerdtekonstrukteur die Moglichkeit, in Fdllen, wo es auf kleinste Ab-
messunsen, verringerten Leistungabedarf, sefortige Betrigbsbereitachalt, Un-
emphindlichkeit gegen starke Erschitterungen und longe Lebensdaver an-
kommt, an Stelle der in diesen Punkren ungendgenden Elektronencahire ein
vollwartiges Element sinzutetzan.

Gegeniber der Rohre liegen die Impedanzen (R und Ry) des Transisbors i
der Grundschaltungsart wesentlich niedriger; ein Umstand, der eine neue
Schaltungstechnik erfordert und 2. B, bel nicderchmigen Ubartragungs-
ghedern Yortelle bringt, Es bestehit jedoch auch die Maglichkeit, durch ge-
eignete  Dimensionicrung der Schalielemente und Anwendung . anderer
Schaltungsarten (Emitter-Basisschaltung, Kollektor-Basisschaltung) beliebige
Eingongs- und Ausgongsimpedanzen einzustellen, so daill dieser Fokuor keine
Beschrankung der Anwendung von Transistoren bringt.

Grundsatziich ist die Verstarkerwirkung von Transkoaren leistungsmaliig zu
betrachten, daher dient als Kriterium weniger die Sponnungsveranderung ./,
wie bei Rohren ublich, als das Verhdlenis won Ausgangs- 2w Eingongs-
lelstung. das im Typenklatt als Leistungsverstarkung - erscheint.

Ertsprechend den werschiedenen Anwendungszwecken werden die Typen
| NC —010.., —022 mit unterschiedlichen Leistungsverstarkungen ge-
liofert. Bel einer Bestellung von Transistoren ist nach Moglichkeit ene ge-
nauvere Definition des Verwendungszwecks van seiten des Bescellers zu
geben. Ferner liegen fir die Verwendung in verschicdenen Frequenzgebieten
& Typen var:

T NC —=010.., =012 bzw. 1 NC — 020, . — 22,
die einen Freguenzbereich bis tu ca. & MHz umiassen,

Aundiontransistar 2 NC — 010

In der Reihe der Spitzencransistoren it der Audiontransistor 3 NC — 010
ol Erganzung fir den Verstarkungstransiseor zu betrachten. Er finder seine
Anwendung in allen Fallen, bel denen es weniger aul hohe Spannungs- und
Leistungiverstarkung ankommt. Er st verwendbar fur Relais-, Begrenzer-,
Verzerrer- und Impulsverstarkerschaltungen sowie als Audiontransistor in
Emplangsschaltungen,

Es emplichlt sich, Bei orientierenden experimentellen Untersuchungen diese
preislich gunstige Type u verwenden.
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PUNKTKONTAKT-TRANSISTOREN

Ausgabe: September 1936

Ouszillatertransistor 3 NC — 010

Eine zusdtzliche Entwicklung in der Reibe der Transistor-Bouelemente stelle
der Transistor 3 NC — 010 dar, der speziell als Oszillater und Kippachwin-
gungserzeuger geeignet ist und sich mit Vortell gegeniiber Schaltungen mie
Elektronenréhren verwenden @Bt

Die Frequenzgrenze des Oszillatortransistors liege noch (ber der des Ver-
starkungstransistors und ist im wesentlichen durch den Aufbau der Schal-
tung gegeban,

Scholttransistor 3 NC — 010 (s}

Der Schalttransistor 3 NC — 010 (s) ist verwendbar in Zahler-. Speicher-
und Impulsscholtungen, sowie in der Stever- und Regeltechnik, Er kann in
mono- oder bistabller Funktion betrieben werden und kann bel dicser
Arbeicswelse unter Umstdnden 2 Elektronenrghren ersetzen. Die Be-
dingungen fur dle erwdhnten Arbeitsgebicte werden vom Schalttronsistor
3 NC = 010 (5) in engen Grenzon cingehalten.

1H3
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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW

PUNKTKONTAKT-TRANSISTOREN

Ausgabe: Sepromber 1936

Kennummer: 5801.001

Steck-Transistor

Kennummer: 5831.0601

Fassung fir Steck-Transistor
Typ: TrFjl
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PUNKTKONTAKT-TRANSISTOREN

Aumgabe; Scptember 1956

Bezeichnung fir cinen Steck-Tronsistar 1 NC — 011
Transistar 1 NC — 011

fur gine Transistor-Fassung:
Transistorfassung TrF/l

fdr einen Steck-Transistor mit Transistor-Fossung:
Transistor 1 NC — 011 mit Fassung TrF/l

s
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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW

TYPEMBLATT VON PUNKTKONTAKT -TRANSISTOREN
Elektrische VWerte

Ausgabe: September 1936
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1NC-010
1NC-011
1NC-012

TRANSISTOREN-KENNLINIENBLATT

Uk = f(lk) le = Parameter

Ausgabe; September 1956

Restauriert: Edi
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VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK « TELTOW

TRANSISTOREN-KENNLINIENBLATT

Ue = f(le) Ik = Parameter

Ausgabe: September 1956
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TRANSISTOREN-KENNLINIENBLATT
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TRANSISTOREN-KENNLINIENBLATT |3NC-010
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1 NC'O1 0 Se r. N r. A954 Dieser Transistor wurde 1955

hergestellt, aber wegen Méngeln
nachbearbeitet
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mit Weiterbearbeitungsnotizen
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hergestellt, aber wegen Mangeln
nachbearbeitet

‘}- ——————————— . - -. :.“,_'5_“_ e e s —
= r o i ._"':':_ 3 ‘ 5 \
" -.'"mefw “L’."I'-l Vip z »
i |
Sp:tzen-rranﬂstar
Tyoe: AHE-IZH Ne B/ATE J
Daturn 8- 5o Hearbater Fasads
__‘_’ "fu,.dl:ri ." E"."I‘ffé?.'
1 griar
u‘*‘f ﬁ@p | -
!l .__' Jl}——i {‘- _..-; E’-.."“.’D-S - : ' 3 .‘1; 5'6
! Basi .:,ru-u’._s:.-‘nntwg "m’r&'sm"x_t.m
!-' LR g ‘-’"r's*.——;-wf-;.- hiﬂniﬂfﬁ 2o ﬁ - ’”’A & [I(' "'075“,‘)
= — ' o (42 9v/
. 27/( = 20d balf= 0,8/
| B (-717)
i g --&sns;:?mmuu"
| "'3.'-'"‘#"":; i i Bl bl
, w5 Py
VierpotGréiBen MMJ@ "
i Ariostapiaid gamessen bei f- K00 Hz] © .
f Eirggewickesiand & :
|l- E;;E:r_lr.ﬁfgl‘} . - :l_;r- {'EI d?l.;'ﬁ .. _‘,_&-Z-— ‘
| i S O ue =N o Uyg= 255V
| [ "fi’~ o n by A c-ff2y ) =23
| ' nm;fg::‘iu@hrﬁ fj o] 26 UpsgPl)
f—‘ ' ; - fjl_ -—'——:‘,ﬁb o= ” :5 55 v '& /3’3153 4
= ﬂun‘.eﬁ P‘.Luﬁ qb.li_z: 4' g e
(e e Y=V E=3y59
F;;"’T"KMHIWF -%‘i .:,.. U ' r
‘ me!ﬂ'&mtrmn J',g ,«_m.»'ﬂ LR B &‘t 7{.- -
?Jm ﬂer&ﬂgﬂﬂ@m .Zg gqu';i Ase b
735 Widersland /i
! fns."cgfm;r ol Sromwerle i:‘:L -.tam!hmerf' i z 2. 56 thlsr
! Grerzwerte - de= 0T . Ugn-YY 1 |
Ve Halshtorpannung. . L Uowe Uy e~
l .Piwﬁd&iwwﬁdﬂﬂig e Em‘j" qz0| . P W ol o~ TY
{ Foe fllerveriusiizisting Mmﬁni‘fj A0 ’1'1, &‘W*) ”’e! ¥
B e e R R Ny <435 (2360) | me 2632)
| | rontimgetungstorn, ', i) ut Vn = 73000 ( 10802) | B, = 60202
) Y, mm
, Ad'}tungl 1: - 7 IZW ! P 6’9‘4
, -.,-r_u"rm‘:.':ce Folung avhien! ' & ’271 ( m /22 = KN
| mr.!.bm ’r HUirEs, e-kf-' B T
Al datanw Irarsisfar in : b L ’
n:lsad.-f‘g' ifen‘rl.?mﬂ'?iﬂ'ﬁfzbﬁirﬂ'er f . /:’ - 3 /443.‘ /; - 2?3 ]
: J-pm,.qfw.mg richt verkirrer, 2 '
i Bei Rehigmation  bifte: diesen db- & i
i ; ‘{.J".".r?f m‘dtm h"ﬁl’sfﬂr aw,sﬁ-:cﬂm 3y
I '_:
1 i e 3




2NC-010 Ser. Nr.E716
1956

Werk fir .a;'elemen!e .

R FT " der Nadirichténtechnik VEB

Carl von Ouie!zky, Teltow

~ Spitzen Transistor .
Type: lNC‘Nﬂ Nr. E/?Ié r
Dclum:lc '1 46‘ Bearbeiter : Vo rﬂ,{

Kollektor

ey (rorerPunkr) Emitter

Bas:s Grundschaltung Sockelschalfung
i von unten

Ersatzschaltbild

Te =ry1 = ri2 _r:=r22-l'12
r, = rn2 rm=r21 - r1i2 . |

Arbeitspunkt
~ Koltektorstrom—~——Jc fmAT &1

Kollektorspannung Ue VI A ?
Elr_!it!erstforir Je [mA] /f s
Emitterspannung Ue V1 0 3&

Einste"ung auf Stromwerte vornehmen !

Vlerpo,-Groﬁen

v Iun Arbﬂtsplm‘d g{emesun bei f=1000 Hz]

" Eingangswiderstand
R ro | 1 (2] 290
Basiswiderstand riz [ A1 ]
Ausgangswiderstand 5 i
- Rg » ri 5 r22 [KQ] /’3
. Obertragungswiderstand . r21 [K 21- 4 ‘O
Stromverstdrkung 3 0 QJ
Spannungsverstarkung - P ’5 ‘/
Kurzschlufstabilitat -~ & 0 Y 6

Leistungsverstarkung y [db] 4J P

Achtung !

’Auf richtige Pelung. acﬂen'

Oberlastung,. auch kurzultlg kann zur Zer-
stérung des Tronsistors fGhren !

Nicht laten, wenn Transistor in der Fassung -
steckt! Anschldsse der Lstausfihrung nicht ver-
kirzen. Bei Reklamati bitte di Ab-

‘schnitt mit dem Transistor einsenden. .
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Werk fi- Bauelomenta:

RFT der Nachrichtentechnik VE B
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Achtung!

Auf richtige Polung achten!

Uberlastung, auch kurzzeitig, kann zur Zer-
stérung des Transistors fiihren! 3

Nicht Isten, wenn Transistor in der Fassung
steckt! Anschliisse der Létauskihrung nicht ver-
kirzen. Bei Reklamationen bitte diesen Ab-
schnitt mit dem Transistor einsenden.
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